
15. UKŁADY SCALONE ANALOGOWE DO CELÓW SPECJALNYCH 

15.1. UKŁADY SCALONE ANALOGOWE HYBRYDOWE 

HLA4100R 

"Wzmaoniacz szerokopasmowy 
Dano charaktorystyczne 

Uce 
By, przy A, = 9dB 

Uj=50mY 
Uc=5v 

4u przy f — 30 MHz 
_ Up= 50 mV 
Ur 

Zastosowanie 
Obudowa 

HLA4200R 

Przełącznik diodowy 

Dane charakterystyczne 
Uce 

7, Przy U, = 100 mV 
/ = 30 MHz 

72 przy Uce = 530,1 V 

sY 

5...13 MHz 

11..13 dB 
<L2Y 
Urządzenia radiokomunikacyjne 
Rys. 233 

s7v 

<3dB , 

270 dB 

ULA1550L 
Stabilizator napięcia 

Wielkość Wartość Waranki pomiaru 

Iz <l5mA 
Uz 31...82,2 V grupa I 

3L,8...862 V | grups II | z = 6mA 
33,8...35 V grups III 

z <% Iz = 5 mA,f — LkHz 
auz —1...0,5* Ia = 5 mA, 0%O € tamo < 

V g < 1eC 
K biąd dopuszczałny <25% 

tamy —40... + 128* 

Obudowa CE12 (rys. 236) 

UŁA6102N 

Dwa niezależne wzmacniącze różnicowe 

Zastosowanie Urządzenia radiokomunikacyjne 
Obudowa Rys. 233 Wielkość Wartość Warunki pomiaru 

15.2. UKŁADY SCALONE ANALOGOWE MONOLITYCZNE Ucz sv 
Ucz <15V 

ULA 10001, Ucs <0v 
Modulator kołowy Uzp <5v 

Ia <50 mA 
Wielkość Wartość Warunki pomiaru Pa <0,3 W dotyczy jednego tranzystora 

<07W — | aotyczy całego układu scalonego 
Ucs FRZ ' U sryomo >15v Io = 1 mA, I5 
Uus s5v U BE)CBo 220v Io = 10uA, Iz = 0 
Ucs <12Yv URos >20V Tos = 10.uA 
Ie <10 mA dotyczy jednogo tranzystora Usryem || =65V Iz = 10 gA, Io = 0 
Pa <100 mW famn = 100%0 BE s08V Ucn = 3V, Io = L mA 
ĘC <100 nA Uce=5V, Ix = 0 Tońy <100 nA  | Uca = 10 V, 5 = 0 
Izmę <100nA Ur =1V,Ic=0 Um <5 mY Uce = 3V, z = 2 mA 
Tos <100 nA Ucs=95V I < 24 pA Ucn = 3 V, Jx = 2 mA 
Ummema - | »10 v ę = 10 pA, In Omr 100 dB Uco = 12V, Usp = —6V, 
Ugsmses  | =5V Ip = 200 pA, Ie = 0 /- LkHz 
Upmoso - | =9V Jo = 10 uA, In = 0 Upunktu pracy = —3,3 V 
U BRycs =12Y —Ics = 10 pA, I = In = Aacu 75 dB Uce = 12 V, Um = —8V, 
hym 220 Uca = 5V, Ic = 160 uA, J- kHz 
Unmy Un, | <5 mV 160 pA, AuDa) =28 dB Upunkta przey = —3 V 

v Accm 105 dB Uce = 12 V, Ugs = —6V, 
Uszs— Uni ] <5 mv 150 pA, /- 1kHz 

v Aune 60 dB Upuaktu pracy = — 33 V 
ABi —haBa | <0,008 150 nA, he 35kOQ 

5V, Vc = 5V hne 110 Ucz = 3 V, Io = I mA, 
hyma—hgna | <0,008 150 uA, hs 2-107* f= 1kHz 

Ucmy = 5V, U = 5V he 15 u8 
F 6dB f =< 1 kHz, — s — 150 pA, fr 500 MHz Ucz = 3 V, Jo = 3 mA, 

R, = Lh, Ucz = 5V, f = 100 MHx 
b — 200 Hz F 4dB Uca = 3 V, Io = 100 uA, 

tamo — 40...-4100*C f- lkHz R, = L k 

Obudowa OH52 (rys. 237) Obudowa CE70 (rys. 238) 



112 15. UKŁADY BCALONE ANALOGOWE DO CELÓW SPECJALNYCH 

ULAS11IN ULASZIEN. 

Wielkość Wartość Warunki pomiaru Wiedleaść Westość. Warunki pomiaru 

Um <Y Uco+ <MYV 
Ucz <Y Uco- <-Tv 
Ucs <Y ła <0 mA 
Uza <sv Um <+5V - 
Ł, <50 mA U: <TV 
Pi <03W dotyczy jednego tranzystora Pi <W 

<€075 W  | dotyczy całego układu sealonegoj Ur <5mV Bę < 20 

Umuycze =V Ic=lmA,Is=0 - Lo <5 pA fasan = 260 > 
Ur | 230V Io = WV uA, Ix = 0 1m <25yA — | tamp = 260 5 
Ugazyce >29V Tos = 10 gA Avo ZL VfmV | famp — 2570 ń 
Ugwme | >6V żE = 10uA, J = 0 Duro <% uVJE | z, < s0 3 j 
dony <40nA |Ura=0V. I =0 Dno <60 nA/K. | 25%0 < tmn < 00 J $ 
Icze <I60nA | Um = 9V,Is =0 ty 40 ns żamo = 26"C = 
hum =80 Uox 254 V Ur » 15mY, E 
Unu <08 V, Ucz = 8V.Io = L mA 0 € Io < 5mA L) 
Uso <5 mV * Uor —1L.0V |4U1> T5mV ś 
Je , | »300 MHz | Ucz = 3 V, e = 3 ma, Oxax >10dB_  | ,<0 B 

f — 100 MHz Bo 200 £2 famn = 2690 
ke 35 Q " 
kno 110 Ucz = 3 V, Ic = I ma, Obudowa CETO (zys. 298) 
ke 2-10* f= Lr 
e 15 48 ULAG7LIN 
F 4dB Uca = 3 V, Io = 100 pa, -Komperetor napięcia podwójny 

/- M, R— 1KQ Or 1pF Um = SV, I = 6, Wielkość Wartość Warunki pomiaru 

f- 5Ł 
Cm 1pF Uc=3V,Ic=9, cc <1v Uco- <-7V 

f= 5MRz H ó mA 
O% 28 pF U =3V, Io = , o 

f- 6MH: Um SA5V 
- A <ATY 

Obudowa CE70 (rys. 238) Pa <03W 
Uso <5mV Uo = 14V,R, < 3001 
T1o <l0uA |Uo=LEYv » 
Im <76 pA $ 
Auo >0,75 V/ |I| 

Duzo Ś 
ty z 
Uoś' U1 = 10 nV w 
UoL Ui > 10 mV n 
Uost Un <03V ż 
ton Ś 
I Ux ="100 mV 
Ro 

15.3. RY$UNKI WYMIAROWE 

Obudowa CETO (rys. 238) 
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Rys. 238, RLA4190E + 4200R. 



15.-UKŁADY SCALONE ANALOGOWE DO GELÓW SPECJALNYCH " 
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Rys. 284. a) schemat HLA4100R, b) schomat HTA4200R 
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Rys. 236, ULA1550L 
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Rys. 236, Obudowa UE70; ULAGIO2N, GŁN, 6710N I 6711N 


